
Nsub 第１領域は表面P+のHole Accumulation 層
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Jc が Jeの下にあるDouble 接合型受光構造の定義。

P 領域がある事を意味する

第６図は本発明装置の動作の説明図。第６図では
受光面は右側と左側の場合の両方が特許範囲である。
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Pinned Buried Photodiodeの受光素子構造を逆さまにするとこの特許請求文
で定義される P+NP-Nsub のTriple 接合型素子素子（HAD)そのものとなる。

図６で右側に受光面の場合もあり得る。特許では実施図として開示していないが
容易に類推できるものでありこの上図の受光素子もこの特許請求範囲に含まれる。


